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背景と利用目的 

半導体およびその製造装置材料の表面改質の方法として、SiO2表面に自己組織化単

分子有機膜(Self-Aligned Monolayer : SAM)を形成することを検討している。SAM

により基板の化学的物性を変化させ材料を変えることなく新しい物性表面を得る

ことが可能となる。 一般に SAM 形成は Dipping など簡便な方法で行われること

が多いが、ミクロスコッピクに見た場合、SAM 密度が低く均質な膜の形成が難しい。 

 本研究では SAM 形成前の基板表面を制御することによって、高品質な SAM の形

成を行うことを目的としている。基板表面の制御においては基板へのプラズマ照

射により Si=O 結合の改質および Si-H 結合の付与を考えており、前段階として種々

のプラズマ処理を行った基板表面の水素量の定量を行い、処理条件を明らかにし

たい。 
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実験・解析方法 

基板表面の水素量の定量は、BL-8 の弾性反跳粒子検出法(ERDA)によって行っ

た。ERDA は加速したイオンを入射し反跳された水素を検出する手法であり一

般的には難しい水素の定量が可能である。測定試料はプラズマ処理 Aを行った

ものとプラズマ処理後 Bを行ったものを用意した。各試料を加熱し加熱温度に

よる基板表面の水素量の変化を調べた。 

   

成果の概要 

加熱前のプラズマ処理 A を行った試料は物理吸着した H2O が半原子層程度存在

し、加熱温度の上昇により減少していき 400℃加熱でほぼ全て脱離した。一方、

プラズマ処理 B を行った試料では加熱前においては最表面から数Å程度まで水

素が拡散している様子が見られた。加熱していくとプラズマ処理 A 試料と同様

に水素量が減少した。以上のことから、プラズマ処理 B を行うことにより試料

表面付近に多く水素が存在していることがわかった。今後はより広いエネルギ

ー範囲を測定し表面付近の水素量の深さ分析を行っていきたい。 

社会、経済への波及効果の見通し 

プラズマ処理を行った基板表面にどの程度水素が存在しているのかこれまで確

認することが困難であったが、本研究によって表面処理方法の違いによる基板

表面の水素の量や分布の情報が得られ今後の開発へ貴重な指針を得ることがで

きた。均一な SAM 膜の形成は半導体デバイス等の性能向上に大きな影響を及ぼ

す。今回得られた知見を活かして性能向上に取り組み早期実用化を目指してゆ

く。  

     

図、表などがありましたら、適当に枠のサイズを変更して貼り付けて 

ください。 

 


